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(57)【要約】
　隔壁（１３０）の上方において、複数の陰極電極（１
２２）に対向して形成された陽極電極（１５２）と、隔
壁（１３０）に形成された複数の開口部に亘って各有機
発光層（１４０）に対して共通して形成された電荷機能
層（１５１）とを備える。表示領域（Ｒ１０）の中央か
ら前記陽極電極（１５２）の端までの距離は、前記表示
領域（Ｒ１０）の中央から前記電荷機能層（１５１）の
端までの距離より短い。



(2) JP WO2013/069233 A1 2013.5.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の表示領域内に複数配置された陰極電極と、
　前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に配置され且つ前記表示領域内では前記陰
極電極と分離して配置された補助配線と、
　前記表示領域において前記陰極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成
された隔壁と、
　前記隔壁の上方において、複数の前記陰極電極に対向して形成された陽極電極と、
　前記隔壁における前記陰極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と
前記陰極電極との間に形成された有機発光層と、
　前記陽極電極と前記隔壁との間において、前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層
に対して共通して形成された電荷機能層と、
　前記周辺領域に設けられ、前記陽極電極に電源供給するための電源配線と、を具備し、
　前記表示領域の中央から前記陽極電極の端までの距離は、前記表示領域の中央から前記
電荷機能層の端までの距離より短く、
　前記陽極電極は、少なくとも前記電荷機能層を介して前記電源配線から電源供給を受け
る、
　有機ＥＬ表示パネル。
【請求項２】
　前記陽極電極は、前記陽極電極の全領域において少なくとも前記電荷機能層を介して前
記電源配線から電源供給を受ける、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項３】
　前記電源配線は、前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線と電気的に接続さ
れ、
　前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線は、前記表示領域と前記表示領域の
周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の下方を介して前記表示領域内に配置された前
記補助配線と接続され、
　前記陽極電極は、前記電荷機能層を介して前記表示領域内に配置された前記補助配線と
接続される、
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項４】
　さらに、駆動ＴＦＴ（Thin Film Transistor）としてのＰ型ＴＦＴを含むＴＦＴ層と、
　前記ＴＦＴ層上に形成された層間絶縁膜と、を具備し、
　前記陰極電極は、前記層間絶縁膜上に形成され、
　前記Ｐ型ＴＦＴのソース電極は、前記陰極電極と電気的に接続され、
　前記有機発光層は、発光期間において前記Ｐ型ＴＦＴのゲート電極と前記ソース電極と
の間の電圧に応じた電流が前記陽極電極から前記陰極電極に流れることにより発光する、
　請求項３に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項５】
　前記Ｐ型ＴＦＴの前記ゲート電極と前記Ｐ型ＴＦＴのドレイン電極との間には寄生容量
が存在する、
　請求項４に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項６】
　前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線は、前記表示領域の周辺領域では前
記陽極電極と直接接続されていない、
　請求項３乃至請求項５のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項７】
　前記陽極電極のシート抵抗の値は、前記補助配線のシート抵抗の値より大きい、
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。



(3) JP WO2013/069233 A1 2013.5.16

10

20

30

40

50

【請求項８】
　前記表示領域の中央領域における単位面積当たりの前記陽極電極と前記補助配線との接
続抵抗をＲｃｏｎｔ（ｐｉｘ）とし、前記表示領域の周縁領域における単位面積当たりの
前記陽極電極と前記補助配線との接続抵抗をＲｃｏｎｔ（ＥＤＧＥ）とし、前記陽極電極
の抵抗をＲＡＮＯとし、前記補助配線の抵抗をＲＢＵＳとした場合、
　Ｒｃｏｎｔ（ＥＤＧＥ）＋ＲＡＮＯ≧Ｒｃｏｎｔ（ｐｉｘ）＋ＲＢＵＳ

　なる関係式が満たされる、
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項９】
　前記陰極電極と前記補助配線とは、前記層間絶縁膜上の同一配線層において形成されて
いる、
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１０】
　前記陽極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺
領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方まで延設されている、
　請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１１】
　前記電荷機能層は、少なくとも正孔注入層又は正孔輸送層からなる、
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１２】
　前記隔壁は、有機材料により構成され、前記隔壁の表面は撥液処理がなされている、
　請求項１乃至請求項１１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１３】
　前記隔壁は、撥液性を有する有機材料により構成されている、
　請求項１１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示パネルを備えた
　有機ＥＬ表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子を用いた有機ＥＬ表示パネル及び有
機ＥＬ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の有機ＥＬ表示パネル及び有機ＥＬ表示装置としては、表示パネルの大画
面化に伴い、表示パネル面内の中央部分での電圧降下を防止するため補助電極を設ける構
成が知られている（特許文献１の図４参照）。以下においては、特許文献１に示される技
術を、従来技術Ａともいう。
【０００３】
　この従来技術Ａでは、層間絶縁膜上に画素電極としての第１電極を複数配置し、この複
数の画素電極間を隔壁で区画し、この隔壁で区画された領域に発光機能層を形成している
。前記隔壁によって区画されたすべての発光機能層を覆って共通電極としての第２電極が
共通に形成されている。そして、前記共通電極用の電源供給源としての第２電極用電源線
が有効領域の周辺領域に設けられている。
【０００４】
　上述した補助電極は、前記層間絶縁膜上であって、画素電極間に設けられている。補助
電極は、有効領域内では、前記第２電極と電気的に接続されている。これにより、前記補
助電極を介して前記第２電極に電源供給がなされ、有効領域内の電圧降下を防いでいる。
【０００５】
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　尚、従来技術Ａには、発光素子を駆動する駆動ＴＦＴ（Thin Film Transistor）として
、Ｐ型のＴＦＴが開示されている（特許文献１の図２、段落００１８参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２１８３９５号公報（図４、図２、段落００１８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記従来技術Ａでは、以下のような問題が生じていた。
【０００８】
　即ち、上記従来技術Ａにおいて、前記発光機能層は、有機ＥＬ物質（有機発光層）、正
孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層、正孔ブロック層及び電子ブロック層の
一部又は全部を含むものであるが、発光素子毎にパターニングされた構成である。そのた
め、前記発光機能層に含まれる各層毎にパターニングする工程が必要であり、そのための
設備が必要となって、製造工程が複雑でコスト高を招来していた。
【０００９】
　また、有効領域（表示領域）において発光素子の共通電極の電圧分布の不均衡が生じる
ことで、表示の不均一（表示劣化）が発生するという問題があった。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、共通電極の電圧分布の不
均衡を改善し、表示劣化を抑制できる有機ＥＬ表示パネル及び有機ＥＬ表示装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するためには、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、基板上の
表示領域内に複数配置された陰極電極と、前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に
配置され且つ前記表示領域内では前記陰極電極と分離して配置された補助配線と、前記表
示領域において前記陰極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成された隔
壁と、前記隔壁の上方において、複数の前記陰極電極に対向して形成された陽極電極と、
前記隔壁における前記陰極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と前
記陰極電極との間に形成された有機発光層と、前記陽極電極と前記隔壁との間において、
前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層に対して共通して形成された電荷機能層と、
前記周辺領域に設けられ、前記陽極電極に電源供給するための電源配線と、を具備し、前
記表示領域の中央から前記陽極電極の端までの距離は、前記表示領域の中央から前記電荷
機能層の端までの距離より短く、前記陽極電極は、少なくとも前記電荷機能層を介して前
記電源配線から電源供給を受ける。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、共通電極の電圧分布の不均衡を改善し、表示劣化を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、表示領域の構成を示す図である。
【図３】図３は、画素部の構成の一例を示す図である。
【図４】図４は、サブ画素部の回路構成例を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係るサブ画素部の動作を説明するためのタイミ
ングチャートである。
【図６Ａ】図６Ａは、表示領域の端部付近の領域を拡大した図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の実施の形態１に係る表示パネルの一部の断面図である。
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【図７】図７は、陽極電極及び補助配線に関する式の一部を説明するための図である。
【図８】図８は、表示領域における特性の一例を示す図である。
【図９】図９は、サブ画素部の回路構成の他の例を示す図である。
【図１０】図１０は、サブ画素部の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図１１】図１１は、表示領域の端部付近の領域を拡大した図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１の変形例１に係る表示パネルの一部の断面図
である。
【図１３】図１３は、表示領域の端部付近の領域を拡大した図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態１の変形例２に係る表示パネルの一部の断面図
である。
【図１５】図１５は、表示領域の端部付近の領域を拡大した図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態１の変形例３に係る表示パネルの一部の断面図
である。
【図１７】図１７は、表示パネルを備える表示装置の外観図である。
【図１８】図１８は、有機ＥＬ表示パネルの表示領域の端部付近を拡大した図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、電荷機能層を各発光素子にわたって共通して形成した構成を示
す図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、電荷機能層を各発光素子にわたって共通して形成した他の構成
を示す図である。
【図２０】図２０は、Ｎ型のＴＦＴを用いたサブ画素部の回路構成の一例を示す図である
。
【図２１】図２１は、サブ画素部の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図２２】図２２は、サブ画素部の動作を説明するための図である。
【図２３】図２３は、表示領域の輝度の状態を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　Ｐ型ＴＦＴを有機発光素子の駆動ＴＦＴとして用い、Ｐ型ＴＦＴのソース電極が、前記
有機発光素子に含まれる陰極電極と電気的に接続されている。また、前記有機発光素子に
含まれる有機発光層は、発光期間において前記Ｐ型ＴＦＴの前記ソース電極と前記ゲート
電極との間の電圧に応じた電流が前記陽極電極から陰極電極に流れることにより発光する
。
【００１５】
　ここで、画素としての駆動回路内のコンデンサに電位差を設定する書込期間から、前記
コンデンサに設定された電位差に応じた電流に基づいて前記有機発光層を発光させるため
の発光期間に移行すると、陽極電位が下降する。これに基づき、前記コンデンサの他方の
電極の電位が押し下げられる。一方で、前記Ｐ型ＴＦＴのゲート電極と前記Ｐ型ＴＦＴの
ドレイン電極との間の寄生容量の存在により、前記コンデンサの一方の電極の電位の押し
下げは抑制される。その結果、書込期間から発光期間への移行により、コンデンサに設定
された電位差が圧縮されるという現象が生ずる。
【００１６】
　陽極電圧（ＶＤＤ）の下降が表示領域内で均一であれば、表示領域内の各コンデンサに
設定された電位差の圧縮率も同程度になるので、表示バラツキへの影響は小さい。
【００１７】
　しかし、上記のように、表示領域内では、共通電極としての陽極電極と補助配線との間
に少なくとも電荷機能層が介在するためコンタクト抵抗が生ずる。一方、表示領域の周辺
領域において、陽極電極と補助配線とが直接接続されコンタクト抵抗が生じない構成では
、陽極電圧（ＶＤＤ）の下降率は、表示領域の中央領域の方が、表示領域の周縁領域より
高くなる。
【００１８】
　そのため、前記有機発光層の陽極電位の下降する量は、陽極電圧（ＶＤＤ）に依存する
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。これにより、陽極電圧（ＶＤＤ）の下降率が周縁領域より高い中央領域では、前記Ｐ型
ＴＦＴのゲート電極すなわち前記コンデンサの一方の電極の電位の押し下げ量も大きくな
り、コンデンサに設定された電位差の圧縮率も、中央領域の方が周縁領域より高くなる。
従って、周縁領域と中央領域との前記コンデンサは、書込期間において同じ電圧を保持し
ていたとしても、発光期間において保持された電圧が異なってしまう。
【００１９】
　そこで、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、基板上の表示領域内に複数配置
された陰極電極と、前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に配置され且つ前記表示
領域内では前記陰極電極と分離して配置された補助配線と、前記表示領域において前記陰
極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成された隔壁と、前記隔壁の上方
において、複数の前記陰極電極に対向して形成された陽極電極と、前記隔壁における前記
陰極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と前記陰極電極との間に形
成された有機発光層と、前記陽極電極と前記隔壁との間において、前記複数の開口部に亘
って各前記有機発光層に対して共通して形成された電荷機能層と、前記周辺領域に設けら
れ、前記陽極電極に電源供給するための電源配線と、を具備し、前記表示領域の中央から
前記陽極電極の端までの距離は、前記表示領域の中央から前記電荷機能層の端までの距離
より短く、前記陽極電極は、少なくとも前記電荷機能層を介して前記電源配線から電源供
給を受ける。
【００２０】
　すなわち、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルでは、共通電極を陽極電極とした
場合、前記表示領域の中央から前記陽極電極の端までの距離は、前記表示領域の中央から
前記電荷機能層の端までの距離より短く、前記陽極電極は、少なくとも前記電荷機能層を
介して前記電源配線から電源供給を受けるようにした。
【００２１】
　これにより、表示領域の周辺領域において陽極電極と補助配線とが直接接続される領域
を無くすことができる。そのため、前記表示領域の周辺領域において、前記電荷機能層を
介さないで前記陽極電極と前記補助配線との間を電流が流れることがなくなる。即ち、前
記陽極電極と前記補助配線との間を流れる電流は、前記電荷機能層によるコンタクト抵抗
を介することになる。従って、表示領域の中央領域と周縁領域とで各画素から補助配線へ
の電流経路を画一化することができ、表示領域の中央領域及び周縁領域で生じる陽極電圧
（ＶＤＤ）の電位差をより均一化できる。
【００２２】
　その結果、共通電極を陽極電極とした場合においても、共通電極としての陽極電極の電
圧分布の不均衡を改善することができる。そのため、書込期間から発光期間への移行によ
る、コンデンサに設定された電位差の圧縮率を、表示領域域において均一化させ表示劣化
を抑制することができる。
【００２３】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記電源配線は、前記表示
領域の周辺領域に配置された前記補助配線と電気的に接続され、前記表示領域の周辺領域
に配置された前記補助配線は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位
置する前記隔壁の下方を介して前記表示領域内に配置された前記補助配線と接続され、前
記陽極電極は、前記電荷機能層を介して前記表示領域内に配置された前記補助配線と接続
される、としてもよい。
【００２４】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、さらに、駆動ＴＦＴとしてのＰ型
ＴＦＴを含むＴＦＴ層と、前記ＴＦＴ層上に形成された層間絶縁膜と、を具備し、前記陰
極電極は、前記層間絶縁膜上に形成され、前記Ｐ型ＴＦＴのソース電極は、前記陰極電極
と電気的に接続され、前記有機発光層は、発光期間において前記Ｐ型ＴＦＴのゲート電極
と前記ソース電極との間の電圧に応じた電流が前記陽極電極から前記陰極電極に流れるこ
とにより発光する。



(7) JP WO2013/069233 A1 2013.5.16

10

20

30

40

50

【００２５】
　これにより、有機発光素子の駆動ＴＦＴとしてＰ型ＴＦＴを用いた場合であって、かつ
、共通電極を陽極電極とした場合においても、共通電極としての陽極電極の電圧分布の不
均衡を改善することができる。そのため、書込期間から発光期間への移行による、コンデ
ンサに設定された電位差の圧縮率を、表示領域域において均一化させ表示劣化を抑制する
ことができる。
【００２６】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記Ｐ型ＴＦＴの前記ゲー
ト電極と前記Ｐ型ＴＦＴのドレイン電極との間には寄生容量が存在する、としてもよい。
【００２７】
　前記書込期間から前記発光期間に移行した場合、陽極電圧（ＶＤＤ）の電位の下降によ
り前記コンデンサの他方の電極の電位が、表示領域の中央領域よりも周縁領域において、
より押し下げられる。一方で、前記Ｐ型ＴＦＴの前記ゲート電極と前記Ｐ型ＴＦＴのドレ
イン電極との間の寄生容量の存在により、前記コンデンサの一方の電極の電位の押し下げ
は抑制される。
【００２８】
　その結果、書込期間から発光期間への移行により、コンデンサに設定された電位差が圧
縮されるという現象が生ずる。
【００２９】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記表示領域の周辺領域に
配置された前記補助配線は、前記表示領域の周辺領域では前記陽極電極と直接接続されて
いない、としてもよい。
【００３０】
　本態様によると、前記表示領域の周辺領域に配置された補助配線は、前記表示領域の周
辺領域では前記陽極電極と直接接続されていない。
【００３１】
　そのため、前記表示領域の周辺領域において前記陽極電極の電圧と、前記表示領域にお
ける前記陽極電極の電圧とは、共に前記補助配線に設定された電圧に対応して前記電荷機
能層を介した電圧となる。その結果、前記共通電極としての陽極電極の電圧分布の不均衡
を抑制し、表示劣化を防止できる。
【００３２】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記表示領域の中央領域に
おける単位面積当たりの前記陽極電極と前記補助配線との接続抵抗をＲｃｏｎｔ（ｐｉｘ

）とし、前記表示領域の周縁領域における単位面積当たりの前記陽極電極と前記補助配線
との接続抵抗をＲｃｏｎｔ（ＥＤＧＥ）とし、前記陽極電極の抵抗をＲＡＮＯとし、前記
補助配線の抵抗をＲＢＵＳとした場合、Ｒｃｏｎｔ（ＥＤＧＥ）＋ＲＡＮＯ≧Ｒｃｏｎｔ

（ｐｉｘ）＋ＲＢＵＳなる関係式が満たされる、としてもよい。
【００３３】
　これにより、表示領域内のうち、画素に流れる電流が、高抵抗である前記陽極電極より
も低抵抗である前記補助配線に優先的に流れる。そのため、抵抗による電圧降下量を低減
し、前記陽極電極の電圧分布が均一化される。よって、表示領域内での表示ムラを低減で
きる。
【００３４】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記陰極電極と前記補助配
線とは、前記層間絶縁膜上の同一配線層において形成されている、としてもよい。
【００３５】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記陽極電極の端部及び前
記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する
前記隔壁の上方まで延設されている、としてもよい。
【００３６】
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　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記電荷機能層は、少なく
とも正孔注入層又は正孔輸送層からなる、としてもよい。
【００３７】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記隔壁は、有機材料によ
り構成され、前記隔壁の表面は撥液処理がなされている、としてもよい。
【００３８】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、前記隔壁は、撥液性を有す
る有機材料により構成されている、としてもよい。
【００３９】
　前記有機発光層を塗布方式により形成する場合、画素を区分けする前記隔壁の表面は撥
液性を有しなければ、前記隔壁は画素を区分けする機能を果たさない。そのため、前記隔
壁は、撥液性を有する有機材料により構成されている。
【００４０】
　本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置は、前記有機ＥＬ表示パネルを備える。
【００４１】
　なお、この本発明の他の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルについては、上記本発明の一
態様に係る有機ＥＬ表示パネルの好ましい例を適用することができ、本発明の他の一態様
に係る有機ＥＬ表示パネルと好ましい例とは適宜組み合わせることができる。
【００４２】
　（本発明に至った経緯）
　本発明の実施の形態の説明に先立ち、本発明に至った経緯及び本発明が解決しようとす
る課題について詳細に説明する。
【００４３】
　上述のとおり、上記従来技術Ａにおいて、前記発光機能層は、有機ＥＬ物質（有機発光
層）、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層、正孔ブロック層及び電子ブロ
ック層の一部又は全部を含むものであるが、発光素子毎にパターニングされた構成である
。そのため、前記発光機能層に含まれる各層毎にパターニングする工程が必要であり、そ
のための設備が必要となって、製造工程が複雑でコスト高を招来していた。
【００４４】
　仮に、発光機能層に含まれる、例えば、正孔注入層及び正孔輸送層の少なくとも一方か
ら構成される電荷機能層を、各発光素子にわたって共通で形成するとした場合、発光素子
毎に電荷機能層をパターニングする工程を省くことができ、製造工程を簡略化し、コスト
低減を図ることができる。
【００４５】
　図１８は、有機ＥＬ表示パネルの表示領域の端部付近を拡大した図である。
【００４６】
　図１９Ａは、電荷機能層を各発光素子にわたって共通して形成した構成を示す図である
。図１９Ａは、図１８に示される表示領域の端部付近の断面図である。具体的には、図１
９Ａは、図１８のＡ９－Ｃ９線に沿った、表示領域の端部付近の断面図である。Ａ９－Ｃ
９線は、図１８のＢ９の位置を経由する線である。
【００４７】
　図１９Ａにおいて、基板１３３Ｊ上には、ＴＦＴ層１３２Ｊが形成される。ＴＦＴ層１
３２Ｊ内には、電源配線１１０Ｊが設けられている。ＴＦＴ層１３２Ｊ上には、層間絶縁
膜１３１Ｊが形成される。層間絶縁膜１３１Ｊ上には、補助配線１２１Ｊと、画素電極と
しての陽極電極１２２Ｊとが形成される。この陽極電極１２２Ｊは、層間絶縁膜１３１Ｊ
に形成されるコンタクトホール（図示しない）を介してＴＦＴ層１３２ＪのＴＦＴと電気
的に接続される。補助配線１２１Ｊは、コンタクトプラグ１３４Ｊにより、電源配線１１
０Ｊと電気的に接続される。
【００４８】
　また、層間絶縁膜１３１Ｊの上方には、隔壁１３０Ｊが形成される。有効領域としての
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表示領域において、隔壁１３０Ｊに形成された各開口部内には、有機発光層１４０Ｊが形
成される。
【００４９】
　電荷機能層１５１Ｊは、隔壁１３０Ｊに形成された複数の開口部に亘って形成される。
陰極電極１５２Ｊは、電荷機能層１５１Ｊ上に形成される。すなわち、陰極電極１５２Ｊ
は、複数の発光素子のアノードとして共通して使用される共通電極である。
【００５０】
　図１８の線Ｌ１１は、表示領域の周辺領域における、陰極電極１５２Ｊの端の位置を示
す。図１８の線Ｌ１２は、表示領域の周辺領域における、電荷機能層１５１Ｊの端の位置
を示す。本明細書において、表示領域の周辺領域とは、表示領域外の領域であって、かつ
、表示領域の周辺の領域である。以下においては、表示領域の周辺領域を、単に、周辺領
域ともいう。
【００５１】
　しかし、図１９Ａのような構成を想定した場合、有効領域としての表示領域内では、前
記共通電極としての陰極電極１５２Ｊと前記補助配線１２１Ｊとは、少なくとも前記電荷
機能層１５１Ｊを介して電気的に接続されることになる。一方、周辺領域では、前記陰極
電極１５２Ｊは、電源配線１１０Ｊに電気的に接続される補助配線１２１Ｊと、前記電荷
機能層１５１Ｊを介在することなく、直接接続されることになる。
【００５２】
　この場合であっても、上記従来技術Ａでは、発光素子を駆動する駆動ＴＦＴとして、Ｐ
型のＴＦＴを用いている場合は、問題は生じない。
【００５３】
　即ち、Ｐ型ＴＦＴを駆動ＴＦＴとした用いた場合であって、かつ、陰極電極１５２Ｊが
共通電極である場合、Ｐ型ＴＦＴのドレイン電極が有機ＥＬ素子に接続され、静電保持容
量はＰ型ＴＦＴのソース・ゲート電極間に配置される。この場合、書込期間から発光期間
への切替えに際して有機ＥＬ素子の下部電極の電位（アノードの電位）が有機ＥＬ素子の
オフ電圧からオン電圧へと押し上げられるに伴い、駆動ＴＦＴのゲート電極の電圧が連動
して押し上げられるという現象（ブートストラップ現象）が生じない。
【００５４】
　そのため、書込期間から発光期間への切替えに際して陽極電極１２２Ｊにおいて電圧変
動が生じても、Ｐ型ＴＦＴのゲート電極の電圧が変動せず、有機ＥＬ素子に流れる電流に
変動はない。
【００５５】
　しかし、発光素子を駆動する駆動ＴＦＴとして、Ｐ型のＴＦＴを用いた場合であっても
、陽極電極が共通電極である場合には、以下のようにブートストラップ現象が生ずる。こ
こで、従来技術Ａの発光素子の極性を反転させた場合について説明する。また、以下説明
のため、図１９Ｂにおいて、共通電極である陽極電極を１５２Ｊ’とし、画素電極である
陰極電極を１２２Ｊ’とする。
【００５６】
　図２０は、Ｐ型のＴＦＴを用いたサブ画素部ＰＸ９の回路構成の一例を示す図である。
サブ画素部ＰＸ９は、１つの画素部を構成する３つのサブ画素部のうちの１つのサブ画素
部である。
【００５７】
　図２０に示すように、サブ画素部ＰＸ９には、走査線５２１と、制御線５２２と、信号
線５１１とが対応づけて設けられる。
【００５８】
　サブ画素部ＰＸ９は、駆動トランジスタＴ１と、スイッチングトランジスタＴ２，Ｔ３
，Ｔ４と、コンデンサＣ１０と、発光素子ＥＬ９と、負側電源となる陰極電源線と、正側
電源となる電源配線とを含む。当該陰極電源線は、陰極電圧ＶＥＥを供給する。当該電源
配線は、電圧ＶＤＤを供給する。
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【００５９】
　駆動トランジスタＴ１は、Ｐ型のＴＦＴである。発光素子ＥＬ９は、有機ＥＬ素子であ
る。
【００６０】
　図２１は、サブ画素部ＰＸ９の動作を説明するためのタイミングチャートである。図２
１は、制御線５２２、走査線５２１及び信号線５１１の各々で発生する電圧の波形を示す
。
【００６１】
　図２２は、サブ画素部ＰＸ９の動作を説明するための図である。
【００６２】
　図２０～図２２を参照して、駆動回路としてのサブ画素部ＰＸ９内のコンデンサＣ１０
に電位差を設定する書込期間においては、陽極電圧（ＶＤＤ）が変動しないため、駆動ト
ランジスタＴ１はオフ状態にある（図２１、図２２（ａ）参照）。
【００６３】
　図２２（ａ）において、Ｖｇ（０）は、発光開始直前の駆動トランジスタＴ１のゲート
電圧である。Ｖｓ（０）は、発光開始直前の駆動トランジスタＴ１のソース電圧である。
Ｖｓｇ（０）は、発光開始直前の駆動トランジスタＴ１のソース－ゲート間電圧である。
【００６４】
　前記コンデンサＣ１０に設定された電位差に応じた電流に基づいて前記有機発光層１４
０Ｊを発光させる発光期間に移行すると、有機ＥＬ素子のカソード電圧が下降する。これ
に基づき、有機ＥＬ素子に接続される前記コンデンサＣ１０の他方の電極の電位Ｖｓが押
し下げられる。
【００６５】
　この場合、発光開始直後の駆動トランジスタＴ１のソース－ゲート間電圧は、式１に示
されるＶｓｇとなる。また、駆動トランジスタＴ１の画素電流ｉｐｉｘｅｌは、以下の式
２に示される値となる。
【００６６】
【数１】

【００６７】
　式１において、Ｃｐａｒａは、駆動トランジスタＴ１の寄生容量Ｃ０を含む、駆動トラ
ンジスタＴ１のゲート電極に接続された全ての容量成分から、駆動トランジスタＴ１のソ
ース・ゲート電極間の容量成分（駆動トランジスタＴ１の寄生容量を含む）を除いた値で
ある。Ｃ１は、容量成分であるコンデンサＣ１０の容量を示す。Ｖｓｇ（１）は、発光時
における駆動トランジスタＴ１のソース－ゲート間電圧である。Ｖｓ（１）は、発光時に
おける駆動トランジスタＴ１のソース電圧である。
【００６８】
【数２】
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【００６９】
　図２２（ｂ）及び式２において、ＶＴ（ＴＦＴ）は、駆動トランジスタＴ１の閾値電圧
である。また、ＶＤＤは、ＶＤＤに相当する。Ｖｓ（１）は画素電流ｉｐｉｘｅｌに応じ
た発光素子ＥＬ９のオン電圧をＶＤＤから減算した電圧である。式２により、画素電流ｉ

ｐｉｘｅｌはＶＤＤの関数であることが分かる。すなわち、表示領域内において、各発光
素子ＥＬ９の陽極電圧（ＶＤＤ）が、当該発光素子ＥＬ９を含む画素の位置によって大き
く変動する場合、当該発光素子ＥＬ９に流れる画素電流ｉｐｉｘｅｌの変動も大きくなる
（図２２（ｂ）参照）。この場合、表示領域内の各発光素子ＥＬ９の発光量にばらつきが
生じる。
【００７０】
　一方で、駆動トランジスタＴ１のゲート電極と駆動トランジスタＴ１のドレイン電極と
の間の寄生容量Ｃ０を含む、駆動トランジスタＴ１のゲート電極に接続された容量成分の
存在により、駆動トランジスタＴ１のゲート電極に接続される前記コンデンサＣ１０の一
方の電極の電位の押し下げは抑制される。その結果、書込期間から発光期間への移行によ
り、書込期間にコンデンサＣ１０に設定された電位差に対して発光期間の電位差が圧縮さ
れるという現象が生ずる。この圧縮量は式２に示されるように陽極電圧（ＶＤＤ）に依存
するため、陽極電圧（ＶＤＤ）の下降が表示領域内で均一であれば、当該表示領域内の各
コンデンサＣ１０に設定された電位差の圧縮率も同程度になるので、表示バラツキは小さ
い。
【００７１】
　一方で、Ｐ型のＴＦＴを駆動トランジスタＴ１に用い、かつ陽極電極が共通電極である
場合において、前記有効領域としての表示領域内では、前記補助配線１２１Ｊは、少なく
とも前記電荷機能層１５１Ｊを介して、共通電極である陽極電極１５２Ｊ’と電気的に接
続されることになるため、前記電荷機能層１５１Ｊによるコンタクト抵抗が発生する。一
方、表示領域の周辺領域では、前記補助配線１２１Ｊは、電荷機能層１５１Ｊを介在する
ことなく、前記共通電極としての陽極電極１５２Ｊ’と直接接続されることになる。その
ため、前記電荷機能層１５１Ｊによるコンタクト抵抗は発生しない。
【００７２】
　このように、図１９Ｂにおいて、表示領域内では、共通電極としての陽極電極１５２Ｊ
’と補助配線１２１Ｊとの間に電荷機能層１５１Ｊが介在してコンタクト抵抗が生じる。
一方、表示領域の周辺領域では、共通電極としての陽極電極１５２Ｊ’と補助配線１２１
Ｊとは直接接続されるためコンタクト抵抗が生じない。
【００７３】
　そのため、図１９Ｂの構成を想定した場合には、発光素子ＥＬ９の陽極電圧（ＶＤＤ）
の下降率が、特に表示領域の周縁領域において低くなり中央領域で高くなる。本明細書に
おいて、表示領域の周縁領域とは、表示領域内の領域であって、かつ、表示領域の端部の
領域である。そのため、コンデンサＣ１０に設定された電位差の圧縮率も、周辺領域より
も中央領域の方が高くなる。その結果、図２３（ａ）及び（ｂ）のように、周縁領域から
中央領域に向かって表示輝度が急に暗くなり（例えば、図２３（ｂ）の領域Ｒ１）、表示
バラツキへの影響が大きくなる。図２３（ａ）は、表示領域の輝度（相対輝度）の状態を
示す図である。図２３（ｂ）は、図２３（ａ）のＸ１－Ｘ２線に沿った輝度（相対輝度）
の状態を示す図である。
【００７４】
　従って、前記有効領域としての表示領域の周辺領域において前記補助配線１２１Ｊと前
記共通電極としての陽極電極１５２Ｊ’との間に流れる電流量は、前記表示領域内におい
て前記補助配線１２１Ｊと前記陽極電極１５２Ｊ’との間に流れる電流量より相対的に大
きくなることを意味する。すなわち、図１９Ｂにおいて、周辺領域での電流経路ＬＩ２に
流れる電流量は、電流経路ＬＩ１に流れる電流量より相対的に大きい。
【００７５】
　その結果、前記表示領域の周縁領域においては、表示領域の中央付近より多くの電流が
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流れ、前記共通電極としての陽極電極１５２Ｊ’の電圧分布の不均衡が生じ、表示領域に
おいて表示の不均一（表示劣化）が発生するという問題があった。本発明は、このような
課題に鑑みてなされたものである。
【００７６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称及び機能も同じである。従って
、それらについての詳細な説明を省略する場合がある。
【００７７】
　なお、実施の形態において例示される各構成要素の寸法、材質、形状、それらの相対配
置などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるものであり、
本発明はそれらの例示に限定されるものではない。また、各図における各構成要素の寸法
は、実際の寸法と異なる場合がある。
【００７８】
　＜実施の形態１＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置１０００の構成を示すブロック図である
。図１に示されるように、表示装置１０００は、表示パネル１００と、走査線駆動回路２
００と、データ線駆動回路３００とを備える。
【００７９】
　表示パネル１００は、有機発光素子である有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子を使
用した有機ＥＬ表示パネルである。すなわち、有機ＥＬ表示パネルである表示パネル１０
０を備える表示装置１０００は、有機ＥＬ表示装置である。
【００８０】
　表示パネル１００は、画素部ごとに薄膜トランジスタを備えたアクティブマトリクス方
式の表示パネルである。表示パネル１００は、トップエミッション方式の表示パネルであ
る。なお、表示パネル１００は、ボトムエミッション方式の表示パネルであってもよい。
【００８１】
　表示パネル１００は、画像を表示するための表示領域Ｒ１０を含む。表示領域Ｒ１０は
、後述の基板１３３上に形成される。
【００８２】
　図２は、表示領域Ｒ１０の構成を示す図である。図２において、位置ＣＰは、表示領域
Ｒ１０の中央の位置である。
【００８３】
　表示パネル１００の表示領域Ｒ１０には、複数の画素部ＰＸ１０が配置される。すなわ
ち、表示パネル１００は、複数の画素部ＰＸ１０を含む。当該複数の画素部ＰＸ１０は、
行列状に配置される。複数の画素部ＰＸ１０の各々は、外部から供給される信号に応じて
発光する。
【００８４】
　図３は、画素部ＰＸ１０の構成の一例を示す図である。
【００８５】
　図３に示すように、画素部ＰＸ１０は、サブ画素部ＰＸ．Ｒ，ＰＸ．Ｇ，ＰＸ．Ｂから
構成される。サブ画素部ＰＸ．Ｒ，ＰＸ．Ｇ，ＰＸ．Ｂは、それぞれ、赤、緑及び青色の
光を発する画素部である。
【００８６】
　サブ画素部ＰＸＲ，ＰＸＧ，ＰＸＢは、それぞれ、発光領域ＬＲ１．１，ＬＲ１．２，
ＬＲ１．３を含む。発光領域ＬＲ１．１，ＬＲ１．２，ＬＲ１．３は、それぞれ、赤、緑
及び青色の光を発する領域である。
【００８７】
　以下においては、サブ画素部ＰＸ．Ｒ，ＰＸ．Ｇ，ＰＸ．Ｂの各々を、単に、サブ画素
部ＰＸとも表記する。また、以下においては、発光領域ＬＲ１．１，ＬＲ１．２，ＬＲ１
．３の各々を、単に、発光領域ＬＲ１とも表記する。
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【００８８】
　なお、画素部ＰＸ１０は、ＲＧＢの３原色のサブ画素部に限定されず、例えば、ＲＧＢ
ＷやＲＧＢＹといった４原色、さらに原色を追加しそれぞれに対応したサブ画素部から構
成されてもよい。また、例えば、ＲＧとＢＧとを組み合わせて１単位胞としてマトリクス
配置されたペンタイル配置のサブ画素から構成されてもよい。
【００８９】
　図４は、サブ画素部ＰＸの回路構成例を示す図である。
【００９０】
　図４に示すように、サブ画素部ＰＸには、走査線２２１と、制御線２２２と、信号線３
１１とが対応づけて設けられる。
【００９１】
　サブ画素部ＰＸは、駆動トランジスタＴ１と、スイッチングトランジスタＴ２，Ｔ３，
Ｔ４と、コンデンサＣ１０と、発光素子ＥＬ１とを含む。
【００９２】
　駆動トランジスタＴ１は、Ｐ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）である。
【００９３】
　スイッチングトランジスタＴ２，Ｔ３，Ｔ４の各々は、Ｐ型の薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）である。なお、スイッチングトランジスタＴ２，Ｔ３，Ｔ４の各々は、Ｐ型のＴＦＴ
に限定されることなく、Ｎ型のＴＦＴであってもよい。
【００９４】
　発光素子ＥＬ１は、有機ＥＬ素子である。有機ＥＬ素子は、当該有機ＥＬ素子自体に供
給される電流が大きいほど、明るい光を発する。
【００９５】
　以下の説明において、信号及び信号線の２値的な高電圧状態及び低電圧状態を、それぞ
れ、「Ｈレベル」及び「Ｌレベル」とも称する。また、以下においては、各トランジスタ
のゲート電極、ドレイン電極及びソース電極を、それぞれ、ゲート、ドレイン及びソース
ともいう。
【００９６】
　図４に示されるように、スイッチングトランジスタＴ２，Ｔ３の各々のゲートは、走査
線２２１と電気的に接続される。
【００９７】
　スイッチングトランジスタＴ２のドレイン及びソースの一方は、信号線３１１と接続さ
れる。スイッチングトランジスタＴ２のドレイン及びソースの他方は、ノードＮ３に接続
される。
【００９８】
　スイッチングトランジスタＴ３のドレイン及びソースの一方は、電源線ＰＬ３と接続さ
れる。電源線ＰＬ３は、参照電圧Ｖｒｅｆを供給する。スイッチングトランジスタＴ３の
ドレイン及びソースの他方は、ノードＮ１と接続される。ノードＮ１と、ノードＮ３との
間には、コンデンサＣ１０が設けられる。
【００９９】
　スイッチングトランジスタＴ４のゲートは、制御線２２２と接続される。スイッチング
トランジスタＴ４のドレイン及びソースの一方は、ノードＮ３と接続される。スイッチン
グトランジスタＴ４のドレイン及びソースの他方は、ノードＮ２と接続される。
【０１００】
　駆動トランジスタＴ１のゲートは、ノードＮ１と接続される。駆動トランジスタＴ１の
ドレインは、低電源である電圧ＶＥＥを供給する電源線ＰＬ２と接続される。駆動トラン
ジスタＴ１のソースは、ノードＮ２と接続される。Ｐ型の駆動トランジスタＴ１のゲート
電極と駆動トランジスタＴ１のドレイン電極との間には寄生容量Ｃ０が存在する。
【０１０１】
　発光素子ＥＬ１のカソードは、ノードＮ２と接続される。発光素子ＥＬ１のアノードは
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、高電源である電圧ＶＤＤを供給する電源線ＰＬ１と接続される。
【０１０２】
　表示パネル１００に含まれる複数のサブ画素部ＰＸの各々には、走査線２２１、制御線
２２２及び信号線３１１とが対応づけて設けられる。すなわち、表示パネル１００は、複
数の走査線２２１と、複数の制御線２２２と、複数の信号線３１１とを含む。
【０１０３】
　図１及び図４を参照して、走査線駆動回路２００は、複数のコネクタ２１０により、表
示パネル１００と接続される。走査線駆動回路２００は、複数のコネクタ２１０を介して
、複数の走査線２２１及び制御線２２２と接続される。走査線駆動回路２００は、複数の
走査線２２１及び制御線２２２を制御する。
【０１０４】
　データ線駆動回路３００は、複数のコネクタ３１０により、表示パネル１００と接続さ
れる。データ線駆動回路３００は、複数のコネクタ３１０を介して、複数の信号線３１１
と接続される。データ線駆動回路３００は、複数の信号線３１１を制御する。
【０１０５】
　図５は、本発明の実施の形態１に係るサブ画素部ＰＸの動作を説明するためのタイミン
グチャートである。図５は、制御線２２２、走査線２２１及び信号線３１１の各々で発生
する電圧の波形を示す。
【０１０６】
　書込期間において、サブ画素部ＰＸに対応する制御線２２２、走査線２２１及び信号線
３１１は、図５に示す波形のように制御されることにより、信号線３１１からコンデンサ
Ｃ１０にデータ電圧が書き込まれる。このデータ電圧は、発光期間に発光素子ＥＬ１に流
す電流を決める電圧である。
【０１０７】
　また、発光期間において、サブ画素部ＰＸに対応する制御線２２２及び走査線２２１は
、図５に示す波形のように制御線２２２がＬレベルになり、スイッチングトランジスタＴ
４がオン状態になる。その結果、駆動トランジスタＴ１のゲート－ソース間にデータ電圧
が印加され、データ電圧に対応した電流が流れる。これにより、発光素子ＥＬ１は発光す
る。
【０１０８】
　再び、図１を参照して、表示領域Ｒ１０の周辺領域には、リング状の電源配線１１０が
設けられる。以下、本明細書において、表示領域Ｒ１０の周辺領域とは、表示領域Ｒ１０
外の領域である。
【０１０９】
　電源配線１１０は、表示領域Ｒ１０の周辺領域の内部に設けられる。
【０１１０】
　表示領域Ｒ１０には、複数の補助配線１２１が格子状に配置される。補助配線１２１は
、導電性の材料で構成される。複数の補助配線１２１は、電源配線１１０と電気的に接続
される。各補助配線１２１は、表示領域Ｒ１０内の中央部分における電圧ＶＤＤを供給す
る電源線ＰＬ１の電圧降下を低減するための電極である。
【０１１１】
　なお、図１には、図の簡略化のために、表示領域Ｒ１０の周辺領域に配置される補助配
線１２１は示していない。
【０１１２】
　図６Ａは、表示領域Ｒ１０の端部付近の領域Ｒ２０を拡大した図である。領域Ｒ２０は
、図１に示される領域である。
【０１１３】
　図６Ａでは、図の簡略化のために、表示領域内で水平方向に沿って配置される補助配線
１２１、後述の陽極電極１５２等は図示していない。
【０１１４】
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　図６Ａの水平方向において各隣り合う２つの補助配線１２１の間には、垂直方向に並ぶ
複数の画素部ＰＸ１０が配置される。各画素部ＰＸ１０は、サブ画素部ＰＸ．Ｒ，ＰＸ．
Ｇ，ＰＸ．Ｂから構成される。図６Ａに示される発光領域ＬＲ１．１，ＬＲ１．２，ＬＲ
１．３は、図３に示す１つの画素部ＰＸ１０内の発光領域ＬＲ１．１，ＬＲ１．２，ＬＲ
１．３である。
【０１１５】
　図６Ｂは、本発明の実施の形態１に係る表示パネル１００の一部の断面図である。具体
的には、図６Ｂは、図６ＡのＡ１－Ｃ１線に沿った、表示領域Ｒ１０の端部付近の断面図
である。Ａ１－Ｃ１線は、図６ＡのＢ１の位置を経由する線である。なお、図６Ｂでは、
図の簡略化のために、表示領域Ｒ１０内において、後述の陽極電極１５２の上方に形成さ
れる構成要素（例えば、樹脂層、封止ガラス等）は示していない。図示されない当該樹脂
層は、高抵抗な材料で形成される。例えば、当該樹脂層は、後述の陽極電極１５２及び当
該陽極電極１５２が形成されていない部分を覆うように形成されてもよい。
【０１１６】
　なお、図６Ａ及び図６Ｂに示す構成は、図１の表示領域Ｒ１０の上端部だけに適用され
る構成ではない。表示領域Ｒ１０の下端部、左端部及び右端部付近の構成も、図６Ａ及び
図６Ｂに示す構成である。すなわち、表示領域Ｒ１０の周縁領域付近の構成は、図６Ａ及
び図６Ｂに示す構成である。表示領域Ｒ１０の周縁領域とは、表示領域Ｒ１０内の領域で
あって、かつ、表示領域Ｒ１０の端部の領域である。
【０１１７】
　図６Ｂに示すように、表示パネル１００は、基板１３３と、ＴＦＴ層１３２と、層間絶
縁膜１３１と、電源配線１１０と、補助配線１２１と、陰極電極１２２と、隔壁１３０と
、電荷機能層１５１と、陽極電極１５２と、有機発光層１４０とを備える。
【０１１８】
　基板１３３上には、ＴＦＴ層１３２が形成される。ＴＦＴ層１３２には、表示領域Ｒ１
０内の各画素部ＰＸ１０に含まれるトランジスタ等の素子が形成される。すなわち、ＴＦ
Ｔ層１３２は、Ｐ型の駆動トランジスタＴ１を含む。言い換えれば、ＴＦＴ層１３２は、
駆動ＴＦＴとしてのＰ型ＴＦＴを含む。また、ＴＦＴ層１３２内には、電源配線１１０が
形成される。
【０１１９】
　層間絶縁膜１３１は、ＴＦＴ層１３２上に形成される。
【０１２０】
　陰極電極１２２は、発光素子ＥＬ１のカソードに相当する電極である。すなわち、陰極
電極１２２は、発光素子ＥＬ１の下部電極である。陰極電極１２２は、層間絶縁膜１３１
上に形成される。陰極電極１２２は、表示領域Ｒ１０内の各サブ画素部ＰＸに対応して設
けられる。すなわち、陰極電極１２２は、前記層間絶縁膜１３１上の表示領域Ｒ１０内に
複数配置される。
【０１２１】
　また、層間絶縁膜１３１上には、補助配線１２１が形成される。補助配線１２１は、前
記表示領域Ｒ１０の周辺領域及び前記表示領域Ｒ１０内に配置される。表示領域Ｒ１０の
周辺領域に配置された補助配線１２１は、コンタクトプラグ１３４により、電源配線１１
０と電気的に接続される。
【０１２２】
　なお、補助配線１２１と電源配線１１０との接続において、補助配線１２１及び電源配
線１１０を別層に設け、コンタクトプラグ１３４により電気的に接続されている態様に限
定されない。例えば、電源配線１１０と補助配線１２１は同層で形成されていてもよい。
その場合、別部材を設け補助配線１２１と電源配線１１０とを電気的に接続する。
【０１２３】
　また、補助配線１２１は、前記表示領域Ｒ１０内では前記陰極電極１２２と分離して配
置される。つまり、補助配線１２１は、各陰極電極１２２と直接接続されない。各陰極電
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極１２２は、層間絶縁膜１３１に形成されるコンタクトホール（図示しない）を介してＴ
ＦＴ層１３２の各画素部ＰＸ１０の駆動トランジスタＴ１と電気的に接続される。
【０１２４】
　前記陰極電極１２２と前記補助配線１２１とは、前記層間絶縁膜１３１上の同一配線層
において形成されていてもよい。
【０１２５】
　層間絶縁膜１３１の上方には、少なくとも前記陽極電極１５２の端を覆うように隔壁１
３０が形成される。前記隔壁１３０は、有機材料により構成される。また、前記隔壁１３
０の表面は撥液処理がなされている。撥液処理は、例えば、フッ素プラズマ等による撥液
処理である。
【０１２６】
　なお、隔壁１３０を構成する有機材料は、撥液性を有していてもよい。この場合、前記
隔壁１３０の表面は撥液処理がなされず、前記隔壁１３０は、撥液性を有する有機材料に
より構成されている。撥液性を有する有機材料は、例えば、フッ素樹脂を含むことを特徴
とする。隔壁１３０（バンク）に含まれるフッ素樹脂は、その高分子繰り返し単位のうち
、少なくとも一部の繰り返し単位にフッ素原子を有するものであればよく特に限定されな
い。フッ素樹脂の例には、フッ素化ポリオレフィン系樹脂、フッ素化ポリイミド樹脂、フ
ッ素化ポリアクリル樹脂などが含まれる。
【０１２７】
　隔壁１３０には、複数の開口部が形成される。当該複数の開口部は、図６Ａに示すよう
に、開口部Ｈ１０又は開口部Ｈ１１である。
【０１２８】
　開口部Ｈ１０は、電荷機能層１５１が形成されるより前の工程において、補助配線１２
１を露出させる。開口部Ｈ１０は、補助配線１２１上に形成される。
【０１２９】
　開口部Ｈ１１は、各サブ画素部ＰＸに対応づけて設けられる。開口部Ｈ１１は、電荷機
能層１５１および有機発光層１４０が形成されるより前の工程において、陰極電極１２２
を露出させる。開口部Ｈ１１は、陰極電極１２２上に形成される。つまり、隔壁１３０に
は、前記表示領域Ｒ１０において前記陰極電極１２２又は前記補助配線１２１上に形成さ
れた開口部が複数形成される。
【０１３０】
　陽極電極１５２は、表示領域Ｒ１０内の各発光素子ＥＬ１のアノードとして共通して使
用される共通電極である。陽極電極１５２は、後述の電荷機能層１５１上に形成される。
陽極電極１５２は、表示領域Ｒ１０内の各サブ画素部ＰＸに対して共通して形成される。
すなわち、陽極電極１５２は、前記隔壁１３０の上方において、複数の前記補助配線１２
１及び前記陰極電極１２２に対向して形成される。
【０１３１】
　電源配線１１０は、陽極電圧（ＶＤＤ）を、最終的に陽極電極１５２に供給するための
配線である。電源配線１１０は、少なくとも表示領域Ｒ１０の周辺領域に設けられる。す
なわち、表示領域Ｒ１０の前記周辺領域には、前記陽極電極１５２に電源供給するための
電源配線１１０が設けられる。
【０１３２】
　前記電源配線１１０は、コンタクトプラグ１３４により、前記表示領域Ｒ１０の周辺領
域に配置された補助配線１２１と電気的に接続される。前記陽極電極１５２は、表示領域
Ｒ１０内において、コンタクトプラグ１３４、前記補助配線１２１及び前記電荷機能層１
５１を介して前記電源配線１１０から電源（陽極電圧（ＶＤＤ））の供給を受ける。すな
わち、前記陽極電極１５２は、表示領域Ｒ１０内において、少なくとも前記電荷機能層１
５１を介して前記電源配線１１０から電源供給を受ける。言い換えれば、前記陽極電極１
５２は、前記陽極電極１５２の全領域において少なくとも前記電荷機能層１５１を介して
前記電源配線１１０から電源供給を受ける。
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【０１３３】
　また、図６Ｂに示すように、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域に配置された前記補助配線
１２１は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に位置する
隔壁１３０の下方を介して前記表示領域Ｒ１０内に配置された前記補助配線１２１と接続
される。言い換えれば、補助配線１２１のうち表示領域Ｒ１０の周辺領域に位置する部分
は、表示領域Ｒ１０と表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に位置する隔壁１３０の下
方を介して、補助配線１２１のうち表示領域Ｒ１０内に位置する部分と接続される。表示
領域Ｒ１０と表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に位置する隔壁１３０とは、隔壁１
３０のうち、表示領域Ｒ１０と表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に位置する部分、
すなわち、隔壁１３０の一部である。
【０１３４】
　また、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域に配置された前記補助配線１２１は、前記表示領
域Ｒ１０の周辺領域では前記陽極電極１５２と直接接続されていない。
【０１３５】
　図６ＢのＢ１の位置付近において、陽極電極１５２は、前記電荷機能層１５１を介して
前記表示領域Ｒ１０内に配置された補助配線１２１と接続される。なお、電荷機能層１５
１は、高抵抗な材料で形成される。そのため、電源配線１１０と、表示領域Ｒ１０の周縁
部に位置するサブ画素部ＰＸ内の有機発光層１４０との間に流れる電流は、電流経路ＬＩ
１を経由して流れる。すなわち、当該電流は、高抵抗な電荷機能層１５１を経由する必要
がある。補助配線１２１の配線抵抗は陽極電極１５２の配線抵抗よりも小さくなるよう設
置されているため、陽極電極１５２の電位変動の主要因は補助配線１２１の配線抵抗とな
り、陽極電極１５２の電位の分布を大幅に均一化することができる。
【０１３６】
　有機発光層１４０は、正孔と電子とが再結合することにより発光する有機発光材料を主
成分とする層である。有機発光層１４０は、発光素子ＥＬ１の一部に相当する。有機発光
層１４０は、各サブ画素部ＰＸに対応する開口部Ｈ１１内に形成される。有機発光層１４
０は、陰極電極１２２上に形成される。すなわち、隔壁１３０に形成された複数の開口部
Ｈ１１の各々には、有機発光層１４０が形成される。言い換えれば、有機発光層１４０は
、前記隔壁１３０における前記陰極電極１２２上に形成された各前記開口部Ｈ１１内であ
って前記陰極電極１２２と前記陽極電極１５２との間に形成される。
【０１３７】
　電荷機能層１５１は、正孔輸送層、もしくは正孔注入層、もしくは正孔輸送層及び正孔
注入層がこの順で積層された層である。すなわち、電荷機能層１５１は、導電層である陰
極電極１２２や陽極電極１５２よりも高抵抗材料である。すなわち、前記電荷機能層１５
１は、少なくとも正孔注入層又は正孔輸送層からなる。
【０１３８】
　電荷機能層１５１は、隔壁１３０に形成された複数の開口部を覆うように形成される。
すなわち、電荷機能層１５１は、表示領域Ｒ１０内の各サブ画素部ＰＸに対応する有機発
光層１４０の上部を覆うように形成される。すなわち、電荷機能層１５１は、複数の開口
部Ｈ１１にそれぞれ形成される複数の有機発光層１４０に対して共通して形成される。ま
た、電荷機能層１５１は、陽極電極１５２と隔壁１３０との間に形成される。すなわち、
電荷機能層１５１は、前記陽極電極１５２と前記隔壁１３０との間において、前記複数の
開口部に亘って各前記有機発光層１４０に対して共通して形成される。
【０１３９】
　また、Ｐ型の駆動トランジスタＴ１のソース電極は、発光素子ＥＬ１のカソード（陰極
電極１２２）と電気的に接続される。すなわち、前記Ｐ型ＴＦＴ（駆動トランジスタＴ１
）のソース電極は、前記陰極電極１２２と電気的に接続される。
【０１４０】
　前記有機発光層１４０は、例えば、図５の発光期間において前記Ｐ型ＴＦＴ（駆動トラ
ンジスタＴ１）の前記ソース電極とゲート電極との間の電圧（Ｖｓｇ）に応じた電流が前
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記陽極電極１５２から前記陰極電極１２２に流れることにより発光する。
【０１４１】
　なお、前記表示領域Ｒ１０の中央領域における単位面積当たりの前記陽極電極１５２と
前記補助配線１２１との接続抵抗をＲｃｏｎｔ（ｐｉｘ）とし、前記表示領域Ｒ１０の周
縁領域における単位面積当たりの前記陽極電極１５２と前記補助配線１２１との接続抵抗
をＲｃｏｎｔ（ＥＤＧＥ）とし、前記陽極電極１５２の抵抗をＲＡＮＯとし、補助配線１
２１の抵抗をＲＢＵＳとした場合、下記式３の関係式が満たされる。
【０１４２】
　Ｒｃｏｎｔ（ＥＤＧＥ）＋ＲＡＮＯ≧Ｒｃｏｎｔ（ｐｉｘ）＋ＲＢＵＳ　・・・（式３
）
【０１４３】
　式３のＲＡＮＯ及びＲＢＵＳは、それぞれ、以下の式４および式５により表現される。
【０１４４】
　ＲＡＮＯ＝Ｒ□（ＡＮＯ）×ｎ　・・・（式４）
　ＲＢＵＳ＝Ｒ□（ＢＵＳ）×ＬＰＩＸ／ｗＢＵＳ×ｍ　・・・（式５）
【０１４５】
　式４のＲ□（ＡＮＯ）は、カソードとしての陽極電極１５２のシート抵抗である。シー
ト抵抗とは、陽極電極１５２の抵抗率を、陽極電極１５２の膜厚で除した値である。式５
のＲ□（ＢＵＳ）は、補助配線１２１のシート抵抗である。補助配線１２１のシート抵抗
は、補助配線１２１の抵抗率を、補助配線１２１の膜厚で除した値である。
【０１４６】
　ＬＰＩＸは、画素ピッチである。すなわち、ＬＰＩＸは、隣り合う２つの画素部ＰＸ１
０の間の距離である。ｗＢＵＳは、補助配線１２１の短手方向の幅である。
【０１４７】
　また、前記補助配線１２１のシート抵抗と前記陽極電極１５２のシート抵抗を比較した
場合、前記補助配線１２１を設置した効果を得るためには、下記式６の関係式が満たされ
る。
【０１４８】
　Ｒ□（ＡＮＯ）＞Ｒ□（ＢＵＳ）・・・（式６）
【０１４９】
　すなわち、前記陽極電極１５２のシート抵抗の値は、前記補助配線１２１のシート抵抗
の値より大きい。
【０１５０】
　次に、式４のｎ及び式５のｍについて説明する。
【０１５１】
　図７は、陽極電極１５２及び補助配線１２１に関する式の一部を説明するための図であ
る。図７（ａ）は、実施の形態１に係る電源配線１１０および補助配線１２１の構成を示
す図である。電源配線１１０には、複数の補助配線１２１が電気的に接続される。
【０１５２】
　以下においては、表示領域Ｒ１０の上端の画素部ＰＸ１０を上端画素ともいう。また、
以下においては、表示領域Ｒ１０の下端の画素部ＰＸ１０を下端画素ともいう。また、以
下においては、表示領域Ｒ１０の左端の画素部ＰＸ１０を左端画素ともいう。また、以下
においては、表示領域Ｒ１０の右端の画素部ＰＸ１０を右端画素ともいう。上端画素、下
端画素、左端画素及び右端画素は、電源配線１１０に近接する画素である。
【０１５３】
　以下においては、表示領域Ｒ１０内のある画素部ＰＸ１０を画素Ａという。
【０１５４】
　また、以下においては、画素Ａから当該画素Ａに最も近い上端画素までに配置される画
素（画素部ＰＸ１０）の数を、上画素数という。また、以下においては、画素Ａから当該
画素Ａに最も近い下端画素までに配置される画素の数を、下画素数という。また、以下に
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おいては、画素Ａから当該画素Ａに最も近い左端画素までに配置される画素の数を、左画
素数という。また、以下においては、画素Ａから当該画素Ａに最も近い右端画素までに配
置される画素の数を、右画素数という。
【０１５５】
　式４のｎは、上画素数、下画素数、左画素数及び右画素数のうち、最小の数（整数）で
ある。式５のｍは、当該画素Ａに最も近い補助配線１２１から当該補助配線１２１に沿っ
て数えた際の上画素数、下画素数、左画素数及び右画素数のうち、最小の数（整数）であ
る。なお、図７（ａ）の領域Ｒ３１内に画素Ａがある場合、ｍ＝ｎである。
【０１５６】
　式３の関係式が満たされることにより、表示領域Ｒ１０内のうち、画素に流れる電流が
、高抵抗である前記陽極電極１５２よりも低抵抗である補助配線１２１に優先的に流れる
。そのため、抵抗による電圧降下量を低減し、前記陽極電極１５２の電圧分布が均一化さ
れる。よって、表示領域Ｒ１０内での表示ムラを低減できる。
【０１５７】
　以下においては、表示領域Ｒ１０の周辺領域を、単に、周辺領域Ａともいう。周辺領域
Ａは、表示領域Ｒ１０外の領域である。
【０１５８】
　図６Ａ及び図６Ｂの線Ｌ１は、周辺領域Ａにおける、陽極電極１５２の端の位置を示す
。図６Ａ及び図６Ｂの線Ｌ２は、周辺領域Ａにおける、電荷機能層１５１の端の位置を示
す。
【０１５９】
　本実施の形態では、図６Ｂに示すように、前記陽極電極１５２の端部及び前記電荷機能
層１５１の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に
位置する前記隔壁１３０の上方に設けられている。
【０１６０】
　具体的には、前記電荷機能層１５１の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１
０の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁１３０上に設けられている。また、前記陽
極電極１５２の端部は、前記電荷機能層１５１上に設けられている。すなわち、前記陽極
電極１５２の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近
に位置する前記隔壁１３０の上方に設けられている。言い換えれば、前記陽極電極１５２
の端部及び前記電荷機能層１５１の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の
周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁１３０の上方まで延設されている。
【０１６１】
　これにより、表示領域Ｒ１０の周辺領域において陽極電極１５２と補助配線１２１とが
直接接続される領域を無くすことができる。そのため、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域に
おいて、前記電荷機能層１５１を介さないで前記陽極電極１５２と前記補助配線１２１と
の間を電流が流れることがなくなる。即ち、前記陽極電極１５２と前記補助配線１２１と
の間を流れる電流は、前記電荷機能層１５１によるコンタクト抵抗を介することになる。
【０１６２】
　ここで、電荷機能層１５１によるコンタクト抵抗とは、補助配線１２１と電荷機能層１
５１とが接合された界面に生じる抵抗、陽極電極１５２と電荷機能層１５１とが接合され
た界面に生じる抵抗、および、電荷機能層１５１の電気抵抗である。
【０１６３】
　従って、補助配線１２１の配線抵抗を陽極電極１５２の配線抵抗よりも小さくなるよう
設定することにより、陽極電極１５２の電位変動の主要因を補助配線１２１の配線抵抗と
することができる。これにより、陽極電極１５２の電位の分布を大幅に均一化することが
でき、表示領域Ｒ１０の中央領域及び周縁領域で生じる電流量の差を小さくできる。
【０１６４】
　その結果、有機発光素子（発光素子ＥＬ１）の駆動ＴＦＴとしてＰ型ＴＦＴを用いた場
合であって、かつ、共通電極を陽極電極とした場合においても、書込期間から発光期間へ
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の移行による、コンデンサＣ１０に設定された電位差の圧縮率を、表示領域Ｒ１０の周縁
領域および中央領域において同程度とすることができる。これにより、表示均一性への影
響を小さく抑制できる。すなわち、共通電極としての陽極電極１５２の電圧分布の不均衡
を改善し、表示劣化を抑制できる。
【０１６５】
　また、前記表示領域Ｒ１０の中央（図２の位置ＣＰ）から前記陽極電極１５２の端まで
の距離は、前記表示領域Ｒ１０の中央から前記電荷機能層１５１の端までの距離より短い
。
【０１６６】
　以下、具体的に説明する。ここで、表示領域Ｒ１０の面上において図２の位置ＣＰを通
過する直線を直線Ａという。直線Ａ上における位置ＣＰから陽極電極１５２の端までの距
離は、直線Ａ上における位置ＣＰから当該陽極電極１５２の端の近傍に位置する、電荷機
能層１５１の端までの距離より短い。すなわち、表示領域Ｒ１０の中央（位置ＣＰ）を通
過する直線Ａ上における該中央から陽極電極１５２の端までの距離は、該直線Ａ上におけ
る該中央から当該陽極電極１５２の端の近傍に位置する、電荷機能層１５１の端までの距
離より短い。言い換えれば、直線Ａ上における前記陽極電極１５２の端部は、当該陽極電
極１５２の端部の近傍に位置する、直線Ａ上における前記電荷機能層１５１の端部より前
記表示領域Ｒ１０の中央（位置ＣＰ）から近い位置に配置される。
【０１６７】
　また、前述したように、Ｐ型の駆動トランジスタＴ１のゲート電極と駆動トランジスタ
Ｔ１のドレイン電極との間には少なくとも寄生容量Ｃ０が存在する。すなわち、Ｐ型ＴＦ
Ｔ（駆動トランジスタＴ１）のゲート電極と前記Ｐ型ＴＦＴのドレイン電極との間には寄
生容量Ｃ０が存在する。
【０１６８】
　前記書込期間から前記発光期間に移行した場合、陽極電圧（ＶＤＤ）の電位の下降によ
り前記コンデンサＣ１０の他方の電極の電位が、表示領域Ｒ１０の中央領域よりも周縁領
域においてより押し下げられ、前記Ｐ型ＴＦＴ（駆動トランジスタＴ１）のゲート電極と
前記Ｐ型ＴＦＴのドレイン電極との間の寄生容量Ｃ０の存在により、前記コンデンサＣ１
０の一方の電極の電位の押し下げは抑制される。
【０１６９】
　その結果、書込期間から発光期間への移行により、コンデンサＣ１０に設定された電位
差が圧縮されるという現象が生ずる。
【０１７０】
　このような場合であっても、陽極電圧（ＶＤＤ）の電位分布は補助配線によって決定さ
れ、より均一となっているため、コンデンサＣ１０に設定された電位差の圧縮率を、表示
領域において均一化させ、表示劣化を抑制できる。
【０１７１】
　また、前述したように、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域に配置された補助配線１２１は
、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域では前記陽極電極１５２と直接接続されていない。
【０１７２】
　そのため、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域において前記陽極電極１５２の電圧と、前記
表示領域Ｒ１０における前記陽極電極１５２の電圧は、共に高抵抗な前記電荷機能層１５
１を介した電圧となる。
【０１７３】
　その結果、前記共通電極としての陽極電極１５２の電圧分布の不均衡を抑制し、表示劣
化を防止できる。
【０１７４】
　また、前述したように、前記表示領域Ｒ１０の中央領域における単位面積当たりの前記
陽極電極１５２と前記補助配線１２１との接続抵抗をＲｃｏｎｔ（ｐｉｘ）とし、前記表
示領域Ｒ１０の周縁領域における単位面積当たりの前記陽極電極１５２と前記補助配線１
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２１との接続抵抗をＲｃｏｎｔ（ＥＤＧＥ）とし、前記陽極電極１５２の抵抗をＲＡＮＯ

とし、補助配線１２１の抵抗をＲＢＵＳとした場合、式３の関係式が満たされる。
【０１７５】
　これにより、表示領域Ｒ１０内のうち、画素に流れる電流が、高抵抗である前記陽極電
極１５２よりも低抵抗である補助配線１２１に優先的に流れる。そのため、特に陽極電極
１５２の抵抗による表示領域Ｒ１０の周縁領域における電圧降下量の急激な変化を低減し
、前記陽極電極１５２の電圧分布が均一化される。よって、表示領域Ｒ１０内での表示ム
ラを低減できる。
【０１７６】
　なお、前記有機発光層１４０を塗布方式により形成する場合、画素を区分けする前記隔
壁１３０の表面は撥液性を有しなければ、前記隔壁１３０は画素を区分けする機能を果た
さない。そのため、前述したように、前記隔壁１３０は、有機材料により構成される。ま
た、前記隔壁１３０の表面は撥液処理がなされている。すなわち、前記隔壁１３０の表面
は撥液性を有している。
【０１７７】
　そのため、各色で異なるインク種を塗布する際に、インクが前記隔壁から溢れる最小量
を大きくすることができ、隣接する色のインク同士が混ざって混色することを防止するこ
とができる。また、有機発光層１４０を塗布方式により形成する場合、塗布された有機発
光層１４０の膜厚を均一に形成することができる。
【０１７８】
　また、前述したように、隔壁１３０を構成する材料は、撥液性を有する有機材料であっ
てもよい。この場合、前記隔壁１３０の表面は撥液処理がなされず、前記隔壁１３０は、
撥液性を有する有機材料により構成されている。
【０１７９】
　このように隔壁１３０が撥液性を有する有機材料によって構成されている場合でも、各
色で異なるインク種を塗布する際に、インクが前記隔壁から溢れる最小量を大きくするこ
とができ、隣接する色のインク同士が混ざって混色することを防止することができる。ま
た、有機発光層１４０を塗布方式により形成する場合、塗布された有機発光層１４０の膜
厚を均一に形成することができる。
【０１８０】
　図８は、表示領域における特性の一例を示す図である。
【０１８１】
　図８（ａ）のＶｄｒｏｐとは、陽極電圧ＶＤＤの、表示端電圧ＶＤＤ０に対する表示領
域内の電圧変動量である。すなわち、表示領域内の陽極電圧は、ＶＤＤ０＋Ｖｄｒｏｐで
表わされる。図８（ａ）の横軸は、表示領域Ｒ１０における水平方向（行方向）の１ライ
ン（以下、測定ラインともいう）に対応する。また、表示領域Ｒ１０の垂直方向（列方向
）においても、図８と同様の形状を持った電圧・電流分布となっている。
【０１８２】
　すなわち、図８（ａ）は、測定ラインに対応する各発光素子ＥＬ１の降下電圧の変化を
示す図である。表示端とは、表示領域Ｒ１０の水平方向（行方向）における端を示す。表
示中央とは、図２の位置ＣＰに相当する。なお、図８（ｂ）及び（ｃ）の横軸も、図８（
ａ）の横軸と同様である。
【０１８３】
　特性線Ｌ２１は、図１９Ｂで説明した構成を有する比較技術（以下、比較技術Ａともい
う）の特性を示す。特性線Ｌ２２は、本実施の形態の構成における特性を示す。
【０１８４】
　図８（ａ）に示すように、本実施の形態は、比較技術Ａよりも、表示端と表示中央とに
おける降下電圧の変化量が小さいことがわかる。
【０１８５】
　図８（ｂ）は、測定ラインに対応する各駆動トランジスタＴ１のソース－ゲート間電圧
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Ｖｓｇの変化量の特性を示す図である。特性線Ｌ３１は、比較技術Ａの特性を示す。特性
線Ｌ３２は、本実施の形態の構成における特性を示す。図８（ｂ）に示すように、本実施
の形態は、比較技術Ａよりも、表示端と表示中央とにおけるソース－ゲート間電圧の変化
量の差が小さいことがわかる。
【０１８６】
　図８（ｃ）は、測定ラインに対応する各サブ画素部ＰＸに流れる電流の特性を示す図で
ある。特性線Ｌ４１は、比較技術Ａの特性を示す。特性線Ｌ４２は、本実施の形態の構成
における特性を示す。図８（ｃ）に示すように、本実施の形態は、比較技術Ａよりも、表
示端と表示中央とにおけるサブ画素部に流れる電流の変化量が小さいことがわかる。
【０１８７】
　すなわち、図８により、本実施の形態は、比較技術Ａよりも、表示バラツキが抑制され
ることがわかる。
【０１８８】
　なお、サブ画素部ＰＸの回路構成は、図４に示す構成に限定されない。例えば、サブ画
素部ＰＸの回路構成は、図９に示す回路構成であってもよい。
【０１８９】
　図９の回路構成は、図４の回路構成と比較して、さらに制御線２２３，２２４がサブ画
素部ＰＸに対応づけて設けられる点と、コンデンサＣ２０がさらに設けられる点が異なる
。なお、図９の回路は、駆動トランジスタＴ１の閾値電圧ＶＴを補償するための回路であ
る。
【０１９０】
　図９に示す回路は、図１０に示すタイミングチャートに従って動作する。
【０１９１】
　サブ画素部ＰＸの回路構成が、図９の回路構成であっても、表示領域Ｒ１０の端部付近
の構成が、比較技術Ａの構成である場合、前述したものと同様な課題が生じる。
【０１９２】
　しかしながら、本実施の形態では、サブ画素部ＰＸの回路構成が、図９の回路構成であ
っても、表示領域Ｒ１０の端部付近の構成を、図６Ｂの構成とすることで、前述した効果
を得ることができる。
【０１９３】
　なお、電源配線１１０及び補助配線１２１の構成は、図７（ａ）の構成に限定されない
。例えば、図７（ｂ）のように、表示パネル１００に含まれる複数の補助配線１２１は、
垂直方向のみに沿って配置されてもよい。この構成においても、前述の式３は満たされる
。この場合、図７（ｂ）の領域Ｒ３２内に画素Ａがある場合、ｍ≠ｎである。
【０１９４】
　また、例えば、図７（ｃ）のように、２本の電源配線１１０が、表示領域Ｒ１０の２つ
の長辺を挟むように配置された構成であってもよい。なお、２本の電源配線１１０は、垂
直方向に沿った複数の補助配線１２１により、電気的に接続される。この構成においても
、前述の式３は満たされる。この場合、図７（ｃ）の領域Ｒ３３内に画素Ａがある場合、
ｍ＝ｎである。
【０１９５】
　また、例えば、図７（ｄ）のように、１本の電源配線１１０が、表示領域Ｒ１０の２つ
の長辺のうちの一方の近傍に配置された構成であってもよい。なお、電源配線１１０には
、垂直方向に沿った複数の補助配線１２１が電気的に接続される。この構成においても、
前述の式３は満たされる。この場合、図７（ｄ）の領域Ｒ３４内に画素Ａがある場合、ｍ
＝ｎである。
【０１９６】
　＜実施の形態１の変形例１＞
　次に、実施の形態１の変形例１に係る構成について説明する。
【０１９７】
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　図１１は、表示領域Ｒ１０の端部付近の領域Ｒ２０を拡大した図である。
【０１９８】
　図１２は、本発明の実施の形態１の変形例１に係る表示パネル１００の一部の断面図で
ある。具体的には、図１２は、図１１のＡ１－Ｃ１線に沿った、表示領域Ｒ１０の端部付
近の断面図である。図１１及び図１２の線Ｌ１は、周辺領域Ａにおける、陽極電極１５２
の端の位置を示す。図１１及び図１２の線Ｌ２は、周辺領域Ａにおける、電荷機能層１５
１の端の位置を示す。
【０１９９】
　図１２に示すように、実施の形態１の変形例１において、陽極電極１５２及び電荷機能
層１５１の構成は、実施の形態１の図６Ｂの構成と同様である。すなわち、前記表示領域
Ｒ１０の中央（図２の位置ＣＰ）から前記陽極電極１５２の端までの距離は、前記表示領
域Ｒ１０の中央から前記電荷機能層１５１の端までの距離より短い。具体的には、前述し
たように、表示領域Ｒ１０の中央（位置ＣＰ）を通過する直線Ａ上における該中央から陽
極電極１５２の端までの距離は、該直線Ａ上における該中央から当該陽極電極１５２の端
の近傍に位置する、電荷機能層１５１の端までの距離より短い。
【０２００】
　また、前記陽極電極１５２の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺
領域との境界付近に位置する隔壁１３０の上方に設けられている。
【０２０１】
　また、電荷機能層１５１の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺領
域との境界付近に位置する隔壁１３０全体を覆うように延設されている。すなわち、表示
領域Ｒ１０の周辺領域において、電荷機能層１５１の端部は、補助配線１２１と接続され
る。なお、表示領域Ｒ１０の周辺領域において、陽極電極１５２の端部は、補助配線１２
１と接続されていない。
【０２０２】
　なお、図１２の上記以外の構成は、図６Ｂと同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【０２０３】
　この実施の形態１の変形例１に係る構成においても、実施の形態１と同様な効果を得る
ことができる。すなわち、共通電極としての陽極電極１５２の電圧分布の不均衡を改善し
、表示劣化を抑制できる。また、前記電荷機能層１５１の端部近傍において、前記電荷機
能層１５１が前記陰極電極１５２に覆われている部分と覆われていない部分とが混在して
いても、同様の効果を得ることができる。
【０２０４】
　＜実施の形態１の変形例２＞
　次に、実施の形態１の変形例２に係る構成について説明する。
【０２０５】
　図１３は、表示領域Ｒ１０の端部付近の領域Ｒ２０を拡大した図である。
【０２０６】
　図１４は、本発明の実施の形態１の変形例２に係る表示パネル１００の一部の断面図で
ある。具体的には、図１４は、図１３のＡ１－Ｃ１線に沿った、表示領域Ｒ１０の端部付
近の断面図である。図１３及び図１４の線Ｌ１は、表示領域Ｒ１０の周縁領域における、
陽極電極１５２の端の位置を示す。図１３及び図１４の線Ｌ２は、表示領域Ｒ１０の周縁
領域における、電荷機能層１５１の端の位置を示す。
【０２０７】
　図１４に示すように、実施の形態１の変形例２において、陽極電極１５２及び電荷機能
層１５１の構成は、実施の形態１の構成と同様である。すなわち、前記表示領域Ｒ１０の
中央（図２の位置ＣＰ）から前記陽極電極１５２の端までの距離は、前記表示領域Ｒ１０
の中央から前記電荷機能層１５１の端までの距離より短い。具体的には、前述したように
、表示領域Ｒ１０の中央（位置ＣＰ）を通過する直線Ａ上における該中央から陽極電極１
５２の端までの距離は、該直線Ａ上における該中央から当該陽極電極１５２の端の近傍に
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位置する、電荷機能層１５１の端までの距離より短い。
【０２０８】
　また、前記陽極電極１５２の端部及び前記電荷機能層１５１の端部は、表示領域Ｒ１０
の端部（周縁領域）に設けられている。
【０２０９】
　なお、表示領域Ｒ１０の端部（周縁領域）において、陽極電極１５２の端部は、補助配
線１２１と接続されていない。
【０２１０】
　なお、図１４の上記以外の構成は、図６Ｂと同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【０２１１】
　この実施の形態１の変形例２に係る構成においても、実施の形態１と同様な効果を得る
ことができる。すなわち、共通電極としての陽極電極１５２の電圧分布の不均衡を改善し
、表示劣化を抑制できる。また、前記電荷機能層１５１の端部近傍において、前記電荷機
能層１５１が前記陰極電極１５２に覆われている部分と覆われていない部分とが混在して
いても、同様の効果を得ることができる。
【０２１２】
　＜実施の形態１の変形例３＞
　次に、実施の形態１の変形例３に係る構成について説明する。
【０２１３】
　図１５は、表示領域Ｒ１０の端部付近の領域Ｒ２０を拡大した図である。
【０２１４】
　図１６は、本発明の実施の形態１の変形例３に係る表示パネル１００の一部の断面図で
ある。具体的には、図１６は、図１５のＡ１－Ｃ１線に沿った、表示領域Ｒ１０の端部付
近の断面図である。図１５及び図１６の線Ｌ１は、周辺領域Ａにおける、陽極電極１５２
の端の位置を示す。図１５及び図１６の線Ｌ２は、周辺領域Ａにおける、電荷機能層１５
１の端の位置を示す。
【０２１５】
　図１６に示すように、実施の形態１の変形例３において、陽極電極１５２及び電荷機能
層１５１の構成は、実施の形態１の構成と同様である。すなわち、前記表示領域Ｒ１０の
中央（図２の位置ＣＰ）から前記陽極電極１５２の端までの距離は、前記表示領域Ｒ１０
の中央から前記電荷機能層１５１の端までの距離より短い。具体的には、前述したように
、表示領域Ｒ１０の中央（位置ＣＰ）を通過する直線Ａ上における該中央から陽極電極１
５２の端までの距離は、該直線Ａ上における該中央から当該陽極電極１５２の端の近傍に
位置する、電荷機能層１５１の端までの距離より短い。
【０２１６】
　また、前記陽極電極１５２の端部及び前記電荷機能層１５１の端部は、前記表示領域Ｒ
１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に位置する隔壁１３０全体を覆うよう
に延設されている。
【０２１７】
　なお、表示領域Ｒ１０の周辺領域において、陽極電極１５２の端部は、補助配線１２１
と接続されていない。
【０２１８】
　なお、図１６の上記以外の構成は、図６Ｂと同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【０２１９】
　この実施の形態１の変形例３に係る構成においても、実施の形態１と同様な効果を得る
ことができる。すなわち、共通電極としての陽極電極１５２の電圧分布の不均衡を改善し
、表示劣化を抑制できる。
【０２２０】
　また、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域に配置された補助配線１２１は、前記表示領域Ｒ
１０の周辺領域では前記陽極電極１５２と直接接続されていない。
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【０２２１】
　そのため、前記表示領域Ｒ１０の周辺領域において前記補助配線１２１と前記陽極電極
１５２との間に設定される電圧と、前記表示領域Ｒ１０において前記補助配線１２１と前
記陽極電極１５２との間に設定される電圧とは、共に前記電荷機能層１５１を介した電圧
となる。その結果、前記共通電極としての陽極電極１５２の電圧分布の不均衡を抑制し、
表示劣化を防止できる。また、前記電荷機能層１５１の端部近傍において、前記電荷機能
層１５１が前記陰極電極１５２に覆われている部分と覆われていない部分とが混在してい
ても、同様の効果を得ることができる。
【０２２２】
　（表示装置の外観図）
　図１７は、表示パネル１００を備える表示装置１０００の外観図である。
【０２２３】
　以上、本発明における表示装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は
、これらの実施の形態に限定されるものではなく、例えば、電荷機能層１５１及び前記陽
極電極１５２の端部の位置は、上記実施の形態およびその変形例の組合せであってもよい
。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したも
の、あるいは異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発
明の範囲内に含まれる。
【０２２４】
　また、本発明は共通電極の電圧分布の不均衡により、画素電流が変動するような画素構
成であれば適用が可能である。例えば、駆動ＴＦＴがＮ型ＴＦＴであっても成立する。Ｎ
型ＴＦＴが飽和領域動作している場合でも、画素電流は駆動ＴＦＴのソース・ドレイン間
の電圧に依存し、共通電極の電圧分布の不均一は駆動ＴＦＴのソース・ドレイン間の電圧
を変動させ、結果として画素電流を不均一化させる。よって共通電極の電圧分布の均一性
を改善すれば、画素電流を均一化させることが可能となり、表示品位を改善することがで
きる。
【０２２５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請
求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０２２６】
　本発明は、共通電極の電圧分布の不均衡を改善し、表示劣化を抑制できる有機ＥＬ表示
パネル及び有機ＥＬ表示装置として、利用することができる。
【符号の説明】
【０２２７】
１００　表示パネル
１１０，１１０Ｊ　電源配線
１２１，１２１Ｊ　補助配線
１２２，１２２Ｊ’，１５２Ｊ　陰極電極
１２２Ｊ，１５２，１５２Ｊ’　陽極電極
１３０，１３０Ｊ　隔壁
１３１，１３１Ｊ　層間絶縁膜
１３２，１３２Ｊ　ＴＦＴ層
１３３，１３３Ｊ　基板
１３４，１３４Ｊ　コンタクトプラグ
１４０，１４０Ｊ　有機発光層
１５１，１５１Ｊ　電荷機能層
１５２　陽極電極
２００　走査線駆動回路
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３００　データ線駆動回路
１０００　表示装置
Ｃ０　寄生容量
Ｃ１０　コンデンサ
ＥＬ１，ＥＬ９　発光素子
Ｈ１０，Ｈ１１　開口部
ＰＸ，ＰＸ．Ｒ，ＰＸ．Ｇ，ＰＸ．Ｂ，ＰＸ９　サブ画素部
ＰＸ１０　画素部
Ｒ１０　表示領域　
Ｔ１　駆動トランジスタ
Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４　スイッチングトランジスタ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７】



(28) JP WO2013/069233 A1 2013.5.16

【図８】 【図９】
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【図２２】 【図２３】
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